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第 4 章では，新しく，活性領域の形状が三日月形である埋め込み形レーザ CBuried Crescent ，略し
て BC) を試作し，低しきい値電流および基本横モード発振を実現し得ることを示している。また，第
2 章で展開した発振モード理論を，乙の BC レーザiζ適用し高次横モードのカットオフ条件を明らかに
している。
第 5 章では，低しきい値および安定した基本横モード発振を得るという 2 つの重要な観点から， BC 
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レーザの活性領域の寸法を最適化する問題について論じている。なお，最適設計に基づいて製作された B
C レーザは，上述の 2 つの'性能を充分満足するとともに，高温下での連続発振，および高遮断周波数を
実現していることが示されている。
第 6 章では. BC レーザの高温動作時に見られる劣化場所を解明し，周囲温度 70 0C において， 推定
寿命10万時間を有するレーザを実現したことを述べている。












て用いる InP の C 100 )面上の (011 )方位にとったときに限って得られ. C (01Ï) 方向は不可)，





(4) 埋込み型レーザに共通する劣化モードを新しく開発した手法を用いて解明し. BC レーザの長寿命
化 C70 T における推定寿命10万時間)を達成している。
以上のように本論文は新しい構造の高性能半導体レーザを実現し，光通信に大きな寄与をするととも
に，新しい解析方法や知見を与えて居り，電子工学に寄与するところ大である口よって本論文は博士
論文として価値あるものと認める口
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